TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBU (SEM) TEKNIK SARTNAMESI
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Taramali elektron mikroskobu, Numune Giris Bolmesi, Elektron Kaynagi,
Dedektorler, Vakum Sistemi ile Goriintii ve Bilgi islem iinitesinden olugsmalidir.
Taramal1 elektron mikroskobu a) iletken numuneler ve yiiksek vakumda calisiimaya
uygun hale getirilmis yalitkan numuneler (kaplama vs. iglemler ile) yiiksek vakumda,
b) iletken olmayan, yari-iletken, organik, inorganik vb. numuneler diisiik vakumda,
nemli ve c¢) hidrate olmus, kirli ve gaz ¢ikaran Ornekler ise en az 300 Pa’a kadar
genigletilebilen vakum kosullar1 altinda herhangi bir 6n hazirlik (kurutma, parlatma,
kaplama vs.) gerektirmeden calisilabilme 6zelliginde olmalidir.

Cihaz, numune tablasi iizerinden Elektron Yavaslatma ozelligine sahip olmalidir.
Elektron demetine hassas numunelerin incelenmesine ve ¢ok hassas yiizey topografik
resim almaya olanak saglamalidir.

Sistemin numune odas1 en az 130 mm ¢apinda 6rnek alacak sekilde olmalidir, sistem
en az 30 mm yiikseklige kadar numune alabilmelidir.

Bir adet -20°C ile +50°C arasinda caligabilen peltier stage ve sicakligi ayarlayabilir ve
kontrol edebilir bir adet en az 950°C’lik yiiksek sicaklik tablasi veya MEMS
uygulamalar1 ve kiigiik boyutlu numunelerin sicakliklarint 1200°C’ye kadar
cikarabilecek yiiksek sicaklik tablasi olmalidir.

Ivmelendirme Voltaji en az 20 V ile 30 kV arasinda ve en az 10 V veya daha fazla
araliklarla yazilimdan stirekli ayarlanabilir olmalidir.

Cihazin elektron tabancasi yiiksek ¢oziiniirliikte ve en iyi kontrastta goriintii alabilmesi
icin mutlaka Schotky FEG tabancali olmalidir.

Sistemde manyetik 6zellikli 6rnekler incelenebilmeli ve lens yapist uygun olmalidir.
Taramal1 elektron mikroskobu ile birlikte 1 adet tiimlesik EDS sistemi verilmelidir. Bu
sistem sivi azot gerektirmemeli, kaplanarak ya da kaplama gerektirmeden kalitatif,
kantitatif ve standartsiz yari kantitatif analiz yapabilmeli, belirlenmis nokta veya hat
boyunca veri toplayabilmeli, se¢ilmis alanda x-151n1 haritalamasi yapabilmeli ve
periyodik cetvele gore 5B — 95Am arasindaki elementleri algilayabilmelidir.

Cihaz yiiksek vakum calisma sartlarina en fazla 210s de, diisiik vakum galisma
sartlarna sahip ise en fazla 300s civarinda vakuma ulagsmak i¢in uygun vakum
sistemine sahip olmalidir.

Vakum sistemi igin teklif edilen sistem tamamen otomatik olmali ve degisken basing
en az 300 Pa’a kadar 10 Pa araliklarla ayarlanabilir olmalidir.

Cihaz lizerinde 1 adet en az 7 yuvali ve en az 10 mm capta stub yerlestirilebilen, farkli
karakterde ve biiytikliikte numune yerlestirmeye imkén veren numune tutucu
olmalidir.

Sistemin numune odasi en az 130 mm ¢apinda 6rnek alacak sekilde olmalidir, sistem
en az 30 mm yiikseklige kadar numune alabilmelidir.

Yiiksek vakumda: 15kV (SE) degerinde 0.8 nm, 1 kV (SE) degerinde 1.2 nm
¢oziiniirliik degerlerini , diisiik vakumda ise 3kV (SE) degerinde 1.8 nm ¢oziiniirliik
degerini saglayacak sekilde olmalidir.

Cihazda IR-CCD kamera, ETD (SE), T1 (In-Column BSE), T2 (In-Column SE),
(4+4)/8 segmentli geri ¢agrilabilen BSE, EBIC, LVD, EDS ve 11 segmentli BF-DF-
HAADF modlarina sahip STEM dedektorleri bulunmalidir.



